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pn Eklemi
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pn eklemi olusturuldugunda (iki tip yaruletken birlestiginde)
tasryicilarin yaymimi (diffusion) s6z konusu olur.

Elektronlar n - p yaymim (Difiizyon)

Hole P = n yaymim (Difiizyon)

Elektron-hole birlesmesi sonucu +/- yiikle safsizlik iyonlari
olusur.
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Tastyicilarin diftizyonu sonucu p tarafinda (-), n tarafinda (+)
yukli safsizlik atomlar1 olusur.

Bu yiikler n’den p’ye bir elektrik alan olusturur.

Elektrik alan, diflizyon akimina ters yonli bir sturiklenme akimi
olusturur.

J, (drift)+J (diff ) =0
J_(drift) + J_(diff ) =0
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Difuizyon ve stiriiklenme akimlarinin toplami, her tasiyici tiirt
1¢cin 0 dr.

Denge durumunda (Vappliiea=0), toplam akim 0’dur.

Uygulanan voltajin tamaminin fakirlesme bolgesine diistiigii
kabul edilir.

Cunkt, bu bolge diyodun direncinin en yiiksek oldugu, yik
tastyicis1 yoniinden “fakir” bir bolgedir.
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Ileri kutuplama

“Elektrostatik potansiyel bariyer” (electrostatic potential barrier)
azalir. Fakirlesme bolgesi daralir.

Diflizyon akimu,

n tarafindan enerj1 bariyerini asarak p tarafina gecen cogunluk
tasiyici elektronlardan

VE

p tarafindan enerji bariyerini asarak n tarafin1 gecen ¢cogunluk
tasiyici deliklerden olusur
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Ileri kutuplama (devam)

[leri kutlamada, potansiyel bariyeri azaldigimdan (Vo-Vs) n tarafi
iletkenlik bandinda yer alan daha fazla sayida elektron n den p
ye diflizyon 1¢in yeterli enerjiye sahip olur.

Clinkii enerji bariyeri kiigiilmiistiir.

Benzer seyler p’den n’ye deliklerin diflizyonu icin de
sOylenebilir.
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Ters kutuplama

Potansiyel bariyeri artar (Vot+Vs) parcaciklar bu bariyeri agsacak
yeterli enerjiye sahip degildirler.

Bu nedenle difiizyon akimi, ters kutuplama da sifir kabul edilir.

Suriklenme akimlari, potansiyel bariyer yuksekliginden
(goreceli olarak) etkilenmezler. Yani uygulanan voltajdan
etkilenmezler.
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Suriiklenme Akimi (Drift Current)

Suriklenme akimi, tasiyicilart ne kadar hizli gectigi ile degil ne
kadar sicaklikta gectigi ile belirlenir (Streetman, 2006, s. 182)

Elektron drift akimi (electron drift current); bir elektronun p’den
n’ye ne kadar hizli strtiklendigine bagli degil, bariyerden
saniyede gecen elektron sayisima baghdir (Streetman, 2006,

p.183)
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Terminoloji

“heavily doped” “asirn1 katkilanmis”: katisik atom
konsantrasyonu yiiksek

“lightly doped” “az katkilanmis”: katisik atom konsantrasyonu
diisiik

9%. ¢¢

“tunelling effect”: “ tiinelleme etkis1”
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